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Heavily Cu+ -doped amorphous PbBr2 films are obtained by quench deposition of 
the PbBr2-CuBr mixture. Pairs of Cu+ ions are surrounded by nine Br ions forming 
quasicomplexes of the form [Cu2BrgF-in the amorphous surroundings. Upon 
crystallization of the films， the Cu+ ions migrate in a pair to form CuBr microcrystals， 
which exhibit exciton absorption. The present experiment suggests the possibility of 
producing densely dispersed CuBr dimmers in PbBr2 films. 













































































T=士=exp(-α d) (2.1) 
の関係、がある。 αは吸収係数であり、 Tは遺品率である。可視、紫外領域での吸収スベクトルの測定には
、 、















































































なCuBr の Z，，2，~励起子による吸収が栂E、できるようになった。つづいて 400K にアニールした後のスベクトル
ではじuBrのZ，).> ~励起子による吸収が大きくなっていることが確認できる。このときも PbBr2 の吸収端は約
4.7eVと一定である。最終的に 5∞Kまでアニー ノレすると PbBr2の吸収端は約 3.7eVと変化していないが、CuBr







77K PbBr2: CuBr クトノレで、ある。
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位置のわずかなレッドシフトも確認できる。明確な Zl;l.，~ピークが最初に出現するアニール温度 340K からアニ




































































































低く、非常にイオン性の強し 1準絡体伊b~r-を形成している。 このときの Pb2+ -X-間距灘dはアモルフアスで、ある
が故に 5%ほどのずれが生じていて、これに cux をドープしたときには、 P~ -X一間距離dが大きくなっている

































5∞K~位の外) Si 24.543 
Br 23.513 
Pb 54.857 
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